ФІЗИКО-ХІМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ НА ПЕРЕРІЗАХ
 PbGa2Sе4–SiSе2 ТА PbGa2Sе4–Pb2SiSе4 ПРИ 670 К
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Кристали тетрарних сполук PbGa2MX6 (M = Sі, Ge; X = S, Se), які нещодавно отримані авторами робіт [1, 2], демонструють інтенсивність генерації другої гармоніки (ГДГ) на декілька порядків вищу в порівнянні із AgGaS2. Крім того, ці сполуки мають значно більш довгохвильову межу ІЧ прозорості (до 23 мкм) і двопроменезаломлення, більш сприятливе для фазового синхронізму перетворюваного випромінювання в діапазоні 1-10 мкм [1]. Оскільки нелінійно-оптичні матеріали використовуються у вигляді кристалів, то планується розробити технологію одержання монокристалів цієї та споріднених сполук. Утворення сполуки PbGa2SiSe6 (ПР Cc, a = 0,7188(5), b = 2,3171(19), c = 0,7044(5) нм, β = 116,25°) можливе на перерізі PbGa2Sе4–SiSе2. Переріз PbGa2Se4–Pb2SiSe4 досліджували з метою пошуку ізоструктурного аналога сполуки Pb4Ga4GeSe12, яка також виявляє високу ефективність ГДГ [3]. 
Синтез зразків здійснювали однотемпературним методом сплавляння простих речовин. Максимальна температура складала 1300 К. Дослідження отриманих сплавів проводили методами ДТА, РФА та МСА. 
Підтверджено утворення сполуки складу PbGa2SiSe6 на перерізі PbGa2Sе4–SiSе2 при вмісті 50 мол. % SiSe2 (рис. 1). За даними РФА і МСА, при температурі 670 К протяжність твердого розчину на основі PbGa2Se4 становить близько 5 мол. % SiSe2, а на основі SiSe2 – менше 3 мол. % PbGa2Se4. Для сплавів у межах 5–50 і 50–97 мол. % Pb2SiSe4 спостерігаються по два набори дифракційних відбиттів, які відповідають вихідним компонентам і тетрарній фазі.
Переріз PbGa2Se4–Pb2SiSe4 є неквазібінарним при 670 К (рис. 2). Тетрарна фаза PbGa2SiSe6 проявляється на зразках перерізу в межах 20–90 мол.% Pb2SiSe4. Тому можна стверджувати, що у квазіпотрійній системі PbSe–Ga2Se3–SiSe2 квазібінарним буде переріз PbSe–PbGa2SiSe6.
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Рис. 1. Дифрактограми зразків 
перерізу PbGa2Sе4–SiSе2
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Рис. 2. Дифрактограми зразків
перерізу PbGa2Se4–Pb2SiSe4
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